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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Podstawy elektroniki 1

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Fundamentals of Electronics 1

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogolno akademicki
(ogdino akademicki | praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektroniki i Systeméw Inteligentnych

Koordynator modutu

dr inz. Dorota Wiraszka

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

jezyk polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

02

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Teoria obwodow

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 2
Forma . . wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 16 8 - - -
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie studentow z budowg, zasadg dziatania, charakterystykami i parametrami

Cel podstawowych elementdéw elektronicznych, ich zastosowaniem w podstawowych
modutu | analogowych ukfadach elektronicznych oraz z metodami analizy poznanych uktadow.
(3-4 linijki)
Symbol ) prol\jvoar(;];inia odniesierjie do odniesierjie do
efektu Efekty ksztalcenia zajeé _ efektow efektow
(w/Shpfinne) kierunkowych | obszarowych
Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie W K_W02
wiedze z zakresu fizykochemicznych podstaw K_W04
dziatania potprzewodnikéw, niezbedng do K_W13 T1A W01
zrozumienia podstawowych zjawisk wystepujgcych T1A_WO03
w 01 |w elementach i uktadach elektronicznych. T1A W04
Zna budowe, zasade dziatania, parametry i W K_W13
charakterystyki podstawowych elementéw
elektronicznych: diod, tranzystoréw bipolarnych i
W_02 | unipolarnych. T1A W04
Zna i rozumie zasade dziatania oraz metody analizy w, C K_W13
wybranych podstawowych analogowych uktadow
elektronicznych: prostownikdéw i wzmacniaczy T1A W04
W_03 |tranzystorowych. T1A W07
Opanowat podstawowe metody analizy ukladow [ K_U09 T1A _U09
U_01 | potaczen czwornikdw. K_U13 T1A U15
Potrafi analizowa¢ tor sygnatowy i polaryzacje w,C K_U09
wzmacniacza m.cz. zbudowanego z wykorzystaniem K_U13
tranzystora bipolarnego, pracujgcego w uktadzie T1A UO09
U 02 |wspdlnego emitera. T1A U15
Potrafi zaplanowa¢ rozwigzanie problemu w, C K_K04
zwigzanegdo z analizg prostego uktadu wzmacniacza
K_01 |tranzystorowego. T1A KO3
Tresci ksztalcenia:
1. Tredci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztatcenia
dla modutu
1 Budowa atomu, postulaty Bohra, wigzania kowalencyjne. Struktura w_01
elektronowa krzemu i germanu. Energetyczny model pasmowy
potprzewodnika. Zatozenia elektronowo-dziurowej teorii przewodnictwa
elektrycznego poétprzewodnikéw. Pétprzewodniki samoistne i domieszkowane.
2 Ztacze p-n: mechanizm tworzenia bariery potencjatu, polaryzacja w kierunku w_01
przewodzenia i zaporowym. Przebicie ztgcza p-n. Charakterystyka prgdowo-
napieciowa ztgcza p-n.
3 Diody warstwowe: prostownicze, Zenera, elektroluminescencyjne — budowa, W_02
dziatanie, parametry, charakterystyki.
4 Prostowniki jednopotéwkowe i dwupotéwkowe — schematy, zasada dziatania, W_03
przebiegi czasowe, parametry.
5 Filtracja napiecia w uktadach prostowniczych. Filtry pojemnosciowe. W_03
6 Tranzystor bipolarny - budowa, dziatanie, parametry, charakterystyki. W_02
Polaryzacja tranzystoréw n-p-n i p-n-p. Schemat zastepczy hybrydowy
tranzystora bipolarnego.
7 Wzmacniacz na tranzystorze bipolarnym — analiza matosygnatowa i W_03
statoprgdowa. K 01
8 Tranzystor polowy ztgczowy - budowa, zasada dziatania, parametry, W_02

charakterystyki. Warunki polaryzaciji.
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2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen

Odniesienie
Ng;ii’f_c Tresci ksztalcenia If:zfaff:::;';
dla modutu

1 Podstawy analizy czwornikéw. U 01
Réwnania i parametry (macierze) czwoérnikéw. Transformacje macierzy
czwornikéw. Obliczanie macierzy elementarnych czwoérnikéw, zbudowanych
z wykorzystaniem jednego lub dwdch dwdjnikow (dzielnik napiecia, ukfad
gamma). Podstawowe uktady potgczen czwérnikdw (szeregowe, réownolegte,
mieszane, kaskadowe).

2 Uktady potaczen czwornikéw aktywnych i pasywnych. U 01
Czworniki zbudowane z wykorzystaniem tranzystoréw pracujgcych uktadach
wspoélnego emitera, kolektora lub wspdlnej bazy. Macierz admitancyjna
nieoznaczona trojnika jako narzedzie do zmiany uktadu wigczenia
tranzystora. Analiza kaskadowych potgczen tranzystoréw oraz szeregowych
lub rownolegtych potgczen tranzystora i dwdjnika.

3 Wzmacniacz na tranzystorze bipolarnym - analiza matosygnatowa. U 02
Analiza toru sygnatowego wzmacniacza matej czestotliwosci, zbudowanego z K 01
wykorzystaniem tranzystora bipolarnego, pracujgcego w uktadzie wspdlnego
emitera (uktad podstawowy oraz trzy ukfady rozszerzone, z wiaczonymi
dodatkowymi dwdjnikami w obwdd, odpowiednio, bazy, kolektora i emitera).

4 Wzmacniacz na tranzystorze bipolarnym - analiza stalopragdowa. u_02
Analiza polaryzacji wzmacniaczy jednostopniowych matej czestotliwosci K_01

zbudowanych z wykorzystaniem tranzystoréw bipolarnych, pracujgcych w
ukfadzie wspdlnego emitera.

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadar w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w_gé Pisemne zaliczenie wyktadu (w 8-tym zjezdzie).
w_03

leclclc
[cNoNeNa)
P WN PR

Pisemne kolokwium (w 8-tym zjezdzie).




Politechnika Swietokrzyska

NAKLAD PRACY STUDENTA

WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI | INFORMATYKI

Bilans punktéw ECTS

. L obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 16 godz.
2 | Udziat w ¢wiczeniach 8 godz.
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 godz.
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela | 26 godz.
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego | 1.04
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 12 godz.
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 8 godz.
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 4 godz.
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentagii
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta éfmg)Odz'
21 | Liczba punktow ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach
samodzielnej pracy 0.96
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 50 godz.
23 Punkty ECTS za modut 2
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 20 godz
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi g9 }
25 | Liczba punktow ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 0.8

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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